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MEMORIA DESCRIPTIVA
PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION EN ESPANA
POR; "MEJORAS EN O RELATIVAS & RECTIFICADORES
METALICOS DE CONTACTO Y CELULAS FOTOFLECTRICAS".
A NOMBRE DE STANDARD ELECTRICA, S.A. DOMICILIADA
MADRID, CALLE DE RAMIREZ DE PRADO N2 7

El presente invento se refiere & mejoras en rectifi-
sadores secos de contacto y células fotoeléeitricas,

Los iectirieadores sacos de contacto consisten gene-
ralmente de una placa de metal que tiene en una de sus
earas une capa de material semicondustor; se provee un
contraelecirodo pulverizando une capa de una‘aleaciln
adecuzde sobre la superficie delsemiconduscter. Las cé-
lulas fotoeldctriecas son de construccidn similar exsepto
gue el contraelectrodo estéd formado por un material -
trensldcido o transparente tel como una fina capa de oro.

Para efectdar un contaeto satisfactorio con el contra

elsctrodo es necesario aplicar clerta presién. Se ha en~
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contredo sin embargo, que si esta presién es demasiado
grande se produce une disminueién de la resistencia in
versa del rectificador. Se ha encontrado también que

cuando se utiliza una presién suficientemente ligere pa

re evitar esta difiecultad, se producen frecuentemente ma ;

los contactos en rectificadores a prueba de humedad, de
bido a que el material impermeabilizante penetra entre
el contraelectrodo y la pieza de presién.

A fin de vencer estas dificultades, se ha propuesto
en la patente n2 526,482 proveer una capa de aislamiene
to entre la e¢apa semiconductor y el eontraelectrodo so-
bre un drea limiteda a la que estarfa confinads la pre-
8ién de eontacto. Ia caya.aislante se puede proveer
aplicando barniz o uniendo une fina arﬁndela de mate-
rial aisiante'a la superficie semiconductora antes de
aplicar el contraeleetredo a la misme. ¥n un ejJjemplo
prdetico, la placa base eonsiste en un diseo circular
éon un orificio central cubierta en un lado ¢on una ca-
pe de selento y una srandela snular de materisl aislan-
te fijada a la superfic;e de selenie en forma gue cirs
eunde el orificio scentral. sl contraelecectrode se pul-

verizé después sobre la arandela y sobre el resto de la
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superficie de selenio y se efectué el contacto al contra |

elestrodo fijendo a presién sobre el drea de la arande-

la aislantes. um ndmero de tales discos podrfa ser mon

tado en un eje central y podrian ser emsambledos con una

razonable presidén aslte sin afectdr la suzlidad de los
rectificadores., ) '
#n otra forma e rectificador édste eonsiste de una

base de metal cubierta en un ladeo eon una capa de sele-

nio que despuds es cubierta con un material aislante -~
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excepto un drea central siendo la superficie exterior del

material aislante y el drea expuesta de la superficie de

selenio entonces cubierta en le forms normel por el con-
traeleetrodo.

En adn otra forms de elemento rectificador consiste

éste de unea base de metal cubierta solo parcialmente en
un lado con una capa de selenio, siendo la parte de la

bese de metal no ewbierts,cubierta con un materiasl aislan-

te y la superficie del selenio y el material aislante
siendo cubiertos por el contreeleectrodo.

>4 ha encontrado gue cuando la capa contraelectredo

pasa sobre el borde de la fina capa aislante, tiende a
resquebrajarse o hacer indebidamente fina de modo que la

resistencia del contrseleetrodo es efectivamente aumen-

tada. El fin principal del presente invento es evitar es

te aumento de resistencia proveyendo la capa aislante

con un bherde dentado de modo gue la longitud del eontor

no del borde que es ponteedo por el contraelectrodo, es

grandemente aumentado, proveyendo asi un ndmero aumenta-
do de pasos en paralelo para la corriente en la regién

en donde el contraslectrodo estd propenso & quebrarse o

& ser indebidemente reducido en espesor.

En la eapecificacién de la solicitud pendiente ng
2.,967/45 el prineipio de 1la capa aislante es splicado a
les cdlulas fotoeldctricas y queaaré entendido que el
borde de la capa puede ser dentado de acuerdo con el
presente invento por exactamente las mismas razones que
en el caso de rectificadores secos de contacto.

qnédaré entendido que el punteo importante de estas
disposiciones es gue el contraeleetrodo serd aplicado
a la superficie'del material semiconductor y solapard

la capa aislante. De acuerdo con el presente invento,
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la periferia de la eapa alslante sobre la eual se 6x-
tiende el contraeleetrodo es dentada a fin de aumentar
la longitud del contorno. Ia presifbun de confacto ge apli
ca sobre el drea cubierta bor le capa aidante. E1 denta-
do puede ser de cualquier forma gue se desee.

A f£fin de gque el invento pueda ger més raéilmente com

" prendido, se hace referencia a los adjuntes dibunjos que

muestran diagremdticamente y a modo de ejemplo caracte-
rfsticas del invento. £n estos didujos:

la fig. I y Ia son respectivamente una seceidén y una
viste de frente de un elemento en el qu§ la capa aislan-
te estd entre la capa semiconductora y el contraelectros
do alrededor de un orificio central.

Le fig, 2 es una vista similar a la fig. 1 de cons-
truccién modificada en La cusl la capa de aislamiemto
o8t{ entre la base de metal y el contraelesctrodo al-
reldledor de un orificio ceﬁtral. -

~La fig. & muestra otra eonstruccién modificada en la
gue la capa de aislamiento esté entre le capa semiconduc
tora y el contraelectrodo alredsdor de la periferias eox-
terior del elemento. |

las fig. 4 ¥y © son vistas de planta dlsgramdticas
ampiiadas de las capas de aislamiento utilizades respec=-
tivamente en las fig. 1, 2 y 3.

La fig. 6 es una vista de plante cortada en el ocen-
tro de wn tipo de rectificador de placa alargads que
tiene orifieios de montaje en eada extremo.

Se podrfen mostrar otras modificaciones de la combi-
necién por lass cuales, por ejemplo, la modificacién en
la fig. 3 se combina con la construccién gue se muestra

en las fig. 1 o 2, pero los ejemples mestrados serédn

‘suficientes para la completa comprensién de este invento.

Gon referencia particularmente a la fig. 1, el némere
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e sa g o



110

115

120

126

130

136

140

de referencia I indica un disco de hierre w otro material
adecuado con m orifiecio centrel 5, estando la totalidad
de la superficie de una de sus caras cubierta con un ma-
terial semieconductor tal como selenic 2, 4 indica una ca
pe de meteriel aislante alrededor del orificio eentral 5
y 3 indica un material oontraelectrodq eobertor gue se
extiende sobre las superficies del semiconductor 2 y del
material aislante 4. La forma de la cape de material eis
lante estd mds claresmente indicada en la fig. 4 en la cusl
la longitud del contorno del borde o linea de demarcacién
7 ponteado por el contraeleectrodo 4, 6s sumentads per me-
dio de dientes. En la fig. 2, I indica la base de metal
eon un orificioc central 5 y una e¢apa de material gemicon
ductor 2 gque cubre una parte de la‘uaseil; Is parte de
la base I alrededor del orificio central 5 que no esté
cubierta con el material semiconductor, se cubre com mn
material aislante 4 cuya IormaApuede ser segin se indiea
en la fig. 4. Una capa de material contraslectredo 3 sge
extiende sebre las superficies del semicondustor 2 y del
material aislante 4. '

Una construecién modificada de acuerdo con una carac-
terfstice del invento se muestra en la fig.3, en la ecusl
I indica la base de metal y 2 una ¢apa de material semies
eonductor. & es unsa caps de materisal contraeléctrodo sepa
rada del semiconductor Z alrededor de la periferia del ele
mento per una capa de material aislante é, cuya forms estd
mfs claramente indicada en la fig. 5, en la cual la longi- %
tud del contorno del borde 8, gque estd ponteado por el eon
treeleetrodo 3, es aumentada por medio de dientes, i

En la fig. 5, 9 es una placa base alargada con una
espa 10 de material semiconductor sobre la misme ylil y

11° son capas de material aislante que circundan 1los eri-
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ficios de montaje 12 y 12° y que se extienden sobre una
parté de la cape semiconductora 10 hasta los berdes den-
tados 13 ¥y iﬁ‘. Las superficiés de las capas de material
aislante 11 y 11’ y la superficie expuesta del semicone
ductor 10, estdn cubiertas con una capz continua de ma-
terial contraslecirodo (no se muestra), gue pontea los
bordes dentados 13 y 13°. )

Es indudable que la anterior desceripcifén serd sufi-
ciente para una clara comprensidén del invento que no es-
t4 limitado a las caracterfsticas gue se muestran y des-

criben que se dan solamente a modo de ejemple y quedard

~entendldo gque se pueden hacer diferentes modificaciones

y cambios en el mismo sin separarse del alcance y espfri
tu del invento.

Este ilnvento corresponde a una solicitud de Patente
formalada en Inglaterra el 17 de Enero de 1945 sefialada
eon el nf 1411-45 y se acoge por lo tanto, a los.bens-
ficios qﬁe otorgan los convenios internacionéles vigene
tes.
® o v weenw e e NOTA - - eaeaa- -

vos puntos de invencién propla y nueva gque se pre-
sentan para que sean objeto de esta ratente de Veinte
Afios, son los sigulentes:

1l.- Un.elemento rectificador 0 célula fotoeléctrica
en el cual el contraelectrodo es aplicado sobre la su=
perficie semiconductore y une supsrficie aislante adya-
cente sobre la. que se ha de aplicar la presién siendo
dentada la 1fnea de demarcacién entre la superficie se-
miconductora y la superficie aislante.

2.-vUn elsmento rectificador o célula fotoeldctrica

en el cual el contraelectrodo #8 aplicado sobre una su-




175

180

185

190

/cce.

Te¢

475112
perficie semiconductora alargada y superficies aislan-
tes adyacentes en 1os extremos de la misma sobre la
cuel la presién ha de ser apliecada, siendo dentadas les
lineas de demarcaéién entre la superficie semiconducto-
ra y las superficies aislantes. o

3.~ Un elemento rectificador o ecélula fotoeldetrica
segin el punto 1 y en el cual hay varias 1fneas de de-
marceciédn dentadas separadas entre el semicbnauctor ¥y
y les superficies aislantes.

4.- Un elemento rectificador o celula fotoeléectrica
segdn los puntos 1, 2, 0 3 y en el cual la eapa o oapas
alslantes estdn superpuestas sobre una parte o paries
de la superficie semiconductora.

5.- Un elemento rectificedor o célula fotoeléectrica
gegin el punto 1, 2 6 3 y en el cusl la caps o capas
aislantes se colocan directamente sobre la placa base
del elemento. -

6.~ Un elemento rectificador o célule fotoeléctrica
que tiene wuna cepa sislante esencialmente segén se ha
descrite.

7.- Mejoras en o relativas a rectificadores metdlicos
de contecto y cé;ulas fotoeléetricas.

ral y como se ha deserito en la Memoria que anteceds,
representado en ios dibujos que se scompefian y a los fi-

nes especificados.

¥sta Memoria consta de 7 hojas escritas por une sola
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